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In1xErxSe (x=0; 0,0001; 0,0003; 0,0005; 0,0007) In1xSmxSe (x=0; 0,01; 0,03; 0,05; 0,07)
KRISTALLARININ ELEKTRIK XASSOLORININ TORKIiBDON ASILILIGI
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294K temperaturda In1xErxSe (x=0; 0,0001; 0,0003; 0,0005; 0, 0007) va In1.xSmxSe (x=0; 0,01; 0,03; 0,05; 0,07) mono-
kristallarinda elektrik xassalorinin torkibdon asililig: aragdirilmigdir. Monokristallarin torkibinds Er vo Sm-un miqdar artdiqca,
tarazligda olan yiikdastyicilarin konsentrasiyast artir. Bu da elektrik keciriciliyinin nazers garpacaq dorocods artimina gatirir

(3 tortib).

Acar sozlor: koordinasiya odadi, elektrikkegiriciliyi, konsentrasiya, nadir torpaq elementlori, layl kristallar.

DOI:10.70784/azip.3.2024C47
Giris

A3BE tipli yarimkegiricilordo kimyavi birlosmoalo-
rin vo onlarin fiziki xassolorinin xususiyyoti valent
elektronlarinin qosalagsmamig sayina gora yaranir. CaSe
(InSe, CaTe) tipli belo natamam valentli birlosmolor
adoton layli vo zoncirvari qurulugda kristallagirlar.
InSe-do metal atomlarinin koordinasiya odadi 4, Se
atomlarinin kordinasiya ododi 3-dir. Uygun olaraq 4
koordinasiyali In atomu 3 koordinasiyali Se atomu ilo
tetraedrik olago yaradir vo 1 In atomu s?p elektronu he-
sabma sp® hibridlonir [1]. Yuxarida géstarilanlar indi-
um, erbium va samarium monoselenidlori arasindaki
kimyovi slaganin tobistinin oxsar oldugu ganastina gal-
moyo imkan verir. InSe - ErSe va InSe - SmSe arasinda
bark mohlullarin amala galmasino sorait yaradir [2]. Oz
unikal xassalarina gérs bu kristallar rentgen detektorla-
rinin [3,4], nlive reaktorlarinda radioaktiv 6l¢mos cihaz-
larinin [5] yaradilmasi iigiin slverislidir. Bu kristallarin
ayri-ayr fiziki xassolorini vo parametrlorini nadir tor-
paq elementlori (NTE) daxil etmokls idars etmok miim-
kiindiir. Otaq temperaturunda p-InSe monokristali tiglin
tarazliqda olan yiikdasiyicilarin  konsentrasiyast
po=1,84-10%cm3, ylrikliyl p,=85sm?*V-s olmusdur
[6]. InSe-dan forli olaraq, Ini«ErSe-do x=0,01; 0,03;
0,05; 0,07 torkiblorinds garanligdaki xiisusi miigavi-
matlori uygun olaraq p.~ 7-10?+2-10° Om-sm.; taraz-
ligda  olan yiikdastyicilarin -~ konsentrasiyasi
Ne=10+10' sm3 vo vyiikdastyicilarin yiiriikliiyi
Ho~500 +800 sm?/V-san olmusdur [7]. InxSmxSe(x=0;
0,01;0,03; 0,05; 0,07) Ugtin iss yiikdastyicilarin konsentra-
siyast ng=~7-10% + 8-10% sm?3, yiikdasiyicilarin yiiriik-
Iyl po~117,5 + 2,52 sm?/V-san olmusdur [2]. Miiay-
yon edilmisdir ki, daxil edilon NTE-nin tobiatindan, fi-
ziki-kimyavi xassslorindon asili olaraq alinmis birlog-
moaloarin totbiq imkanlar1 dayisa bilor. Kristallarda in-
dium atomlarinin NTE-nin atomlar1 ilo avaz edildikda
donor tipli saviyyalorin yiksalmosina gotirir ki, bu da
n—tip kegiriciliyin yaranmasina sorait yaradir.

Toacriba va naticalorin mizakirasi

Elektrik  xassolorini  todgiq etmok  ({gln
In1«Sm,Se (x=0; 0,01; 0,03; 0,05; 0,07) va In1ErSe
(x=0; 0,0001; 0,0003; 0,0005; 0,0007) bircins kristallar
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alinmugdir. Bunun Gg¢iin In-In 000, Se B-599,99999, Sm
M-1 vo Er F-3 markali elementlordon istifado edilmis-
dir. In, Sm, Se va In, Er, Se kimyavi elementlori stexi-
ometriyaya uygun olaraq ¢okilmis vo havasi
10"*mm.c.s(t. godor sorulmus kvars ampulaya dolduru-
lur. IniSmySe (x=0; 0,01; 0,03; 0,05; 0,07) vo Ins.
«ErSe (x=0; 0,0001; 0,0003; 0,0005; 0,0007) mono-
Kristallar1 saquli Bricman Usulu ilo yetisdirilmisdir.

U,;!]. 0,03 0,05 o.07

Sokil 1. T=294K temperaturda In1xErxSe (x=0; 0,01;
0,03; 0,05; 0,07) (ayri 1) va In1.xSmxSe (x=0;
0,01; 0,03; 0,05; 0,07) (ayri 2) monokristallari-

nin elektrik kegiriciliyinin torkibdon asililigi.

Ampulanin sobada horokat sirati 0,3 sm/saat togkil
etmisdir. Alinan orintilor diferensial termik analiz
(DTA), rentgen faza analizi (RFA) metodlari ilo tadqiq
edilmis, onlarim sixlig1, mikroméhkamliyi vo elektrik
xassalori Olglilmiisdiir. Analizin naticalorine géro mu-
ayyan edilmisdir ki, monokristallar gofos parametrlori
a=(4,04+0,01)-10* mkm, c¢=(16,90+0,03)-10* mkm.
olan heksaqonal struktura malik aliniblar. Bu magsadla
muasir vo doqiq (ICK-910, ADVNCE-8D, SINTECP-
21, IPOH-4-07) 6l¢ii qurgularindan istifads edilmisdir
[9]. InixSmSe (x=0; 0,01; 0,03; 0,05; 0,07) vo
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InixErSe (x=0; 0,0001; 0,0003; 0,0005; 0,0007) mo-
nokristallarinin bork mohlullarinin elektrofiziki xasse-
lorini muoyyan etmok tciin nimunalor hazirlanmigdir.
Todgig olunan nimunalor 6lgiilori 10x4x2mm3 olan
paralelepiped soklindo olmusdur. Kontakt materiali
olaraq glimiis pastasindan istifade edilmisdir. Kontakt-
lar niimunalarin oks sathlorina qarsi-qarsiya yerlosdi-
rilmigdir.

Sokil 1-do otaq temperaturunda (T=294K)
In1xSmySe (x=0; 0,01; 0,03; 0,05; 0,07) va Ini«ErSe
(x=0; 0,0001; 0,0003; 0,0005; 0,0007) monokristalla-
rinin elektrikkegiriciliyinin torkibdon asililigi verilmis-
dir. Sokildon gériindlyl kimi p-InSe monokristalinin
elektrik kegiriciliyi torkibinds Sm vo Er-nin miqdari
artdigca InogeSMop1Se vo Ini«ErnSe (x=0; 0,0001;
0,0003; 0,0005; 0,0007) monokristalinin elektrik Kegi-
riciliyindon 3 tortib artir. Elektrik kegiriciliyinin tipi
In1«Sm,Se (x=0; 0,01; 0,03; 0,05; 0,07) va InixErSe
(x=0; 0,0001; 0,0003; 0,0005; 0,0007) kristallar1 tigiin
termo e.h.g-nin isarasine gora miayyan edilmisdir.

n, sm’
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Sakil 2. T=294K temperaturda In1.xErxSe (x=0;
0,0001; 0,0003; 0,0005; 0,0007) monokristal-
lar1 (ayri 1) va InixSmxSe (x=0; 0,01; 0,03;
0,05; 0,07) (oyri 2) monokristallarinda ytikda-
styicilarin konsentrasiyalarinin torkibdon
astlilig1
Sakil 2-do otaq temperaturunda InixErSe (x=0;
0,0001; 0,0003; 0,0005; 0,0007) va In1.xSMySe (x=0;

0,07

0,01; 0,03; 0,05; 0,07) monokristallarinda yiikdastyici-
larin konsentrasiyalarinin torkibden asililigi gostoril-
migdir. Sokildon goriinduyi kimi, monokristallarin tor-
kibinds Er vo Sm-un miqdari artdiqca, yiikdastyicilarin
konsentrasiyasi artir. Bu elektrik kegiriciliyinin artma-
sina sabab olur.

Sakil 3-do otaq temperaturunda In1.xSmySe (x=0;
0,01; 0,03; 0,05; 0,07) monokristallarinda yiikdastyici-
larm yurikliytnin torkibdon asililigi gostorilmisdir.
Sakildan goriindr ki, monokristallarin tarkibinds Sm-un
miqdari artdiqca, yiikdastyicilarin yiiriikliyii azalir.
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Sokil 3. T=294K temperaturda In1xSmxSe (x=0; 0,01;
0,03; 0,05; 0,07) monokristallarinda
yurtkliyin torkibdon asililigt

Beloliklo doa In1xErxSe (x=0; 0,0001; 0,0003; 0,0005;
0,0007) va In1-xSmxSe(x=0; 0,01; 0,03; 0,05; 0,07) monokris-
tallarinda 294K temperaturda elektrik xassalarinin torkibdon
asthiligi aragdirilmigdir. InSe-na Sm vo Er daxil edilmosi elek-
trik kegiriciliyini nozoro carpacaq dorocods artirir (3 tortib).
Miioyyan edilmisdir ki, In;xSmySe (x=0; 0,01; 0,03; 0,05;
0,07) vo InixErSe (x=0; 0,0001; 0,0003; 0,0005;
0,0007) monokristallarinin torkibindo Sm vo Er-mun
miqdar artdiqca, tarazliqda olan yiikdastyicilarin kon-
sentrasiyasi da artir. Bu da elektrik kegiriciliyinin art-
masina sobab olur.
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ELECTRICAL PROPERTIES OF InixSmxSe (x=0; 0,01; 0,03; 0,05; 0,07)
AND In1xErxSe (x=0; 0,0001; 0,0003; 0,0005; 0,0007) CRYSTALS

In1xErxSe (x=0; 0.0001; 0.0003; 0.0005; 0.0007) and In1xSmxSe (x=0; 0.01; 0.03; 0.05; 0.07) at 294K temperature) the
dependence of electrical properties on the composition of single crystals was investigated. As the amount of Er and Sm in
single crystals increases, the concentration of charge carriers in equilibrium increases. This leads to a noticeable increase in

electrical conductivity (3 designs).
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